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Методом химического осаждения получены тонкие полупроводниковые пленки α–SnS 

из гомогенных водных растворов тиосульфата натрия, количественные составы которых пред-

варительно выбраны на основе термодинамического моделирования. Показано, что предпо-

чтительной для получения твердой фазы α–SnS является кислая среда 2.5 < pH < 5.5, обеспе-

чивающая гидролиз тиосульфат-иона и исключающая образование гидроксида олова Sn(OH)2. 

Все синтезированные пленки SnS вне зависимости от длительности синтеза демонстрируют р-

тип проводимости. Ширина запрещенной щели для пленок, осажденных в течение 60, 90 и 120 

минут, составляет 0.94, 1.01 и 1.12 эВ, соответственно. С помощью исследования вольт-ам-

перных характеристик (ВАХ) тонких пленок SnS удалось изучить удельное сопротивление по-

лучаемых покрытий, как в условиях освещения, так и без него. На Рис. приведены ВАХ тонких 

пленок SnS на ситалле в темноте (dark) и при освещении пучком света (light) 100 мВт/см2 при 

температуре 298 K. На всем участке прикладываемых напряжений наблюдается линейный ход 

кривых, проходящих через начало координат, что говорит об омическом характере получен-

ных пленок. После освещения поверхности образцов наблюдается увеличение силы тока, что 

вызвано ростом концентрации свободных носителей заряда. Обнаружено, что при прочих рав-

ных условиях влияние на величину jlight / jdark оказывает прежде всего сплошность и шерохова-

тость покрытия подложки сульфидом металла, при этом заметного влияния толщины пленки 

на величину jlight / jdark не обнаружено. Установлено, что для получения фоточувствительных 

слоев на основе SnS следует осаждать сплошные пленки с минимальной шероховатостью и 

толщиной от 200 нм.  

 
Рис. 1. Вольтамперные характеристики в темноте (dark) и при освещенности 100 мВт/см2 

(light) пленок SnS, полученных на ситалловых подложках при различной длительности оса-

ждения. 

Работа выполнена в соответствии с темой государственного задания ИХТТ УрО РАН 

(№ AAAA-A19-119031890025-9).  
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